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半導体量子状態（2 次元系や 1 次元系）の特徴を活かした核磁気共鳴（NMR）、特に抵抗検出

NMR（RDNMR）1)は GaAs系の量子構造において電子スピン状態の高感度計測などに力を発揮し

ている。この手法の魅力は、量子構造のチャネルを流れる電子自身が核スピン偏極の形成、測定

に寄与しており、半導体内部にある量子状態の特性を直接、正確に計測できることにある。NMR

のナイトシフト、四重極分離、T1時間を利用することで、半導体量子系の電子スピン偏極度、歪、

電子スピン揺らぎ、さらには電子系の相互作用の高感度計測が可能になる。 

具体例として、2次元系ではランダウ準位のスピン状態が正確に決定され 2)、ナノプローブと組

み合わせたナイトシフトマッピングも実現されている 3)。さらに、電子スピン系と核スピン系の

ユニークな相関の可能性も示された 4)。1 次元系である量子ポイントコンタクトにおいても

RDNMR は可能で 5)、0.7構造などの解明に向けて低磁場まで RDNMRが実現され 6)、量子構造で

チャネルの位置が変わることにより電子が感じる歪が変化することも明瞭に観測されている 7)。 

量子状態を利用した NMR は光を用いた測定も可能であり 8)、GaAs系以外に InSb系にも応用さ

れている 9)。核スピンが関係した特性はトポロジカル絶縁体やスピントロニクス構造でも注目さ

れはじめており 10)、今後、核スピン計測の様々な分野への広がりが期待できる。 
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